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특허청  

청 항 1 

F2 는 COF2  포함하거나   식각 가스  식각  공하는 단계  포함하는, 플라 마 챔  내에

는  식각하거나, 고 체  착  거하는 , 식각 는 챔   15 MHz 상  고

주  공하여 생 는 플라 마에 해 수행 는 것  .

청 항 2 

1항에 어 , 플라 마는 직  플라 마  .

청 항 3 

1항에 어 , 플라 마는 원격 플라 마  .

청 항 4 

1항 내지 3항  어느 한 항에 어 , 식각 가스는 F2 , F2  N2 / 는 아 곤  포함하거나 들  

 합  루어진 식각 가스 에  택 는 것  .

청 항 5 

1항 내지 4항  어느 한 항에 어 , 식각 가스  압  0.01 Bar 상  압  .

청 항 6 

1항 내지 5항  어느 한 항에 어 , 식각 가스  압  압 하  .

청 항 7 

1항 내지 6항  어느 한 항에 어 , 식각 가스 내 F2  함량  10 피% 상  .

청 항 8 

1항 내지 7항  어느 한 항에 어 ,  식각하는  도체, 태양  지, 막 트랜지스  액

 스플   마 크 - 계 시스  에  행해지는 것  .

청 항 9 

1항 내지 7항  어느 한 항에 어 , 챔    .

청 항 10 

1항 내지 9항  어느 한 항에 어 , 고주 는 약 40 MHz 내지 80 MHz에 집 어 는 것  .

청 항 11 

1항 내지 10항  어느 한 항에 어 , 플라 마  생 하도  5000 내지 60000W, 람직하게는 10000 내

지 40000W   가 는 것  .

청 항 12 

10항 는 11항에    는 COF2 - 함  가스  주 수가 40 내지 80 MHz  고주  에

시킴  얻어지는 플라 마.

청 항 13 

12항에 어 ,  -함  가스  0.5 내지 50 Torr  가스 압 에  고주  에 하는 것

플라 마.
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청 항 14 

12항 는 13항에 어 , 5000 내지 60000W, 람직하게는 10000 내지 40000W   가하여 생 는

플라 마.

청 항 15 

도체, MEMS, 평  스플  는 태양 지   공 에 사 는 처리  챔  하  한, 

12항에  플라 마  도.

  

 술  야

2009  10월 30 에 원  럽특허 원 09174705.5  우  주 하  그 체 내  본원에 참[0001]

통합한 본 , 특  F2 는 카보닐 플루 라 드  식각가스  사 하여 챔   공 에  플라 마 식각

 착  거 ;  플라 마에 한 것 다.

 경  술

도체, 태양  지,  트랜지스 (TFT) 액  스플 ,  마 크 - 계 시스 (MEMS)  시,[0002]

처리  챔 에  상에, 컨 , 학 상 착 (CVD)에 해 질  연  착시키는 단계들  

수행한다. 처리시,  처리  챔  내 에 비  지지체 상에 통상 치 ; 처리 과   플라 마

에 해 수행 다. 착 단계시, 특 는 학 상 착 단계들 동안,  착   에 뿐만 아니라 챔

 벽들과 다  내  들 에도 다. 후   단계들  진행 는 동안 염  막  해 는

들 착  질  거하는 것  하다.

원치않는 착  거하는  어  원  가 식각  챔   에 매우 과  라는 것[0003]

찰 었다. 러한  들   들어 WO 2007/116033 (식각   챔    특  합

 도에 해 재함), WO 2009/080615 (MEMS  에 해 재함), WO 2009/092453 (태양 지  에

해 재함),  럽측허 원 09174034.0에 해당 는 미공개 PCT 원  PCT/EP 2010/066109 (TFT  

에 해 재함)에 재 어 다. EP-A-1138802는  가스  사 하여 열  a-실리 (silicon) 는 α-

실리 도 시 는 비 질 실리  할 수 지만, 실리  산  는 실리  질   

거할 수 없다고 개시하고 다. 카보닐 플루 라 드(COF2) 한 식각   챔    수 다.

, 식각 단계 는 챔   단계는 플라 마에 해 수행 다. 플라 마는  마주보는 극들 사 에[0004]

고주  압  가함  생 거나, 고주 (radio frequency)  상  에 는 주 수  가진 극

단 (microwave)  공하는 마그 트 에  생  수 다. 는 플라 마  내 에 는 가스상

(gas phase)  가열한다. 고  원 , 컨  F 원 가 , 들  질  식각하여   생

 한다. 비 질 실리 , 결  실리  는 미 결  실리   들어  SiF4  하 , 는

플라 마  거가능하다.  내  벽들  원치않는 착 , 컨  실리  착 , 실리

 질  착  등도 마찬가지    생  변  수 다.

건식 식각에 한 플라 마  공하  해 고주   극 단  가시키는 치가 공지 어 다. [0005]

들어, 미 특허 4,401,054 는  2.45 GHz  극 단 ,  13.56 MHz  고주  공한다. 

 내

본  과 는 고주  플라 마에 해 수행  F2 는 COF2  사 하여 식각  챔  에  [0006]

 공하는 것 다. 

본   F2 는 COF2  포함하거나   식각 가스  식각  공하는 단계  포함하여,[0007]

플라 마 챔  내에 는  식각하거나, 고 체  착  거하는 에 한 것 , 식각 는

챔   15  MHz  상  고주  공하여 생 는 플라 마에 해 수행 ,   고주 는 15  MHz

상, 람직하게는 30 MHz 상, 매우 람직하게는 40 MHz 상 다.
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  는 COF2  (reactive species), 특   라 칼  생 다.[0008]

는 람직하게 식각 가스 는 챔   가스  다.[0009]

"   생 ( )" 란 어는, 체 , 고주  플라 마  통해,  생 하는  사[0010]

는 가스에  (F2)가 처  재한다는  가리키는 것  해하  다. 

본 ,  "고주 "  는  30  kHz  300  GHz 지  는  것   여겨진다.  들  경계[0011]

내에 , 극 단  에는 300 MHz 내지 300 GHz  주 수  가진  한다. 주 수  갖는 고주  

 극 단   별하  해, 주 수가 30 kHz 내지 300 MHz  는  "고주  " 는 짧

게 "고주 "  나타내고, 주 수가 300 MHz 내지 300 GHz  는 "극 단 "  나타낸다. 본 과 

하여, 들  하  하 , "고주 "란 어는 생   주 수가 30 kHz 내지 300 MHz 

에 한다는 것   나타내 , 주 수가 300 MHz 과 내지 300 GHz 에 하는 "극 단 "는 포함

하지 않는다. 

플라 마 가스는 F2 는 COF2  생 는  포함한다. " " 란 어는 체  원  [0012]

-함  플라 마  가리키는 것  해하  다. 람직하게, 원  -함  플라 마는 플라 마  

는 가스에 처  재하는  F2  생 다.

람직하게, 고주 , 는 다  말 , 생   주 수는 100 MHz 하 다.  람직하게, 고주 는[0013]

40 내지 100 MHz 고, 특 는 40 내지 80 MHz 다.  주 수는 40 MHz  60 MHz 다. 한 주 수는

 들어 약 40.68 MHz에 집 어 다. 

본 에   1 특  에 , 가스 압   0.5 내지 50 Torr,  1 내지 10 Torr,[0014]

람직하게는 5 Torr 하 다. 

본 에   1  특  에 ,  가스  체  시간   1  내지 180 ,   30  내지[0015]

70 , 람직하게는 40 내지 60 다.

본 에   1 특  에 , 플라 마  생 하  해 가 는   1 내지[0016]

100000W,  5000 내지 60000W, 람직하게는 10000 내지 40000W 다.

본 에   2 특  에 , 가스 압   50 내지 500 Torr,  75 내지 300[0017]

Torr, 람직하게는 100 내지 200 Torr 다. 

본 에   2 특  에 , 가스  체  시간   50 내지 500 ,  100 내지[0018]

300 , 람직하게는 150 내지 250 다.

랍게도, 고주 에 해 공 는 고주  플라 마에 비해 본 플라 마 공  , 심지어 등한  수[0019]

 는 에미 에 도 주 수 에  향상 다. 

본   에 , 본   도체, 태양  지, 막 트랜지스  액  스플  [0020]

마 크 - 계 시스  에   식각하는  특  합하다. " " 란 어는  들어 도체;

 -도핑  실리 (P  도핑)  단결  블  는 주 (cast) 실리  곳(다결  실리 ,  P  도핑

) , 크 재료에  원하는 크  웨  (sawing)함  보통 는 태양 지(  택

는  도핑  실리  어 N  도핑  공함)  가리킨다. 한 " " 란 어는 TFT;

 마 크 미  내지 리미   크  마 크 - 계 치 는 계,  들 , 압  는

열 블 사(thermal bubble ejection)  동 는 크  프린 , ( 컨 , 돌시 에어  개  한) 동

차  가 도계, 스 프, ( 컨 , 동차 타 어 는 압 니 링  한) 실리  압  ,  스

칭 술, 는 료  보건-  술에  -MEMS  가리킨다.

착  거에 한 본 에  다  에 , 착  원   함께   생  [0021]

하는  원  는  합  포함할 수 다. 특  착 , 고 체 , 비 질 실리 , 미

결  실리 , 는 결  실리 , 폴리실리 , 실리  질 , , 실리  수 (silicon hydride), 실리  산

질 , -  는 탄 -도핑  실리카 리  SiO2계 타 (low-k) 질, 는 ( 컨 , 스

)  포함할 수 ,  고 체는   들  알루미늄 는 알루미늄 합 ( 체 , 알루

미늄/마그 슘  합 ),  스 스강   실리  카 드  같  도  질  포함하거나  들
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다. 알루미늄  알루미늄 합  람직하다. 람직한  에 하 , 상  고 체는 도체, 평

 스플 , MEMS 는 태양 지   한 처리  챔  실내 다. 특   양상에 하

, 상  고 체는 CVD 공 에   생 하 에 합한 극 , 는 체  술   같  

도  질  만들어지는 것  람직하다.

본 에   태양 지   사 는 공  챔  내  착  시키는  특  합[0022]

하다. 들 착 는, 원   함께   생  하는  원  는  합

포함  수 ,  ( 컨 , 스 ), 비 질 실리 , 미 결  실리 , 는 결  실리 , 실리

 질 , 실리  수 , 실리  산 질 , - 는 탄 -도핑  실리카 리  SiO2계 질, 

는 ( 컨 , 스 )  포함 다.   "챔   공 " 도 지칭  수 다.

람직한  양상에 , 상  가스는   거나,   필수  다. 다  양상[0023]

에 는,     질 , 아 곤,  는 들  합 과 같  비  가스  포함하는 합

 사 다. 람직하게, 식각 가스는 F2,  F2  N2  택  아 곤  포함하거나 들   합

 루어진 식각 가스 에  택 다. 특 는, 질 , 아 곤     합  사 한다. 

경우, 상  합  내   함량   50 몰% 하 다. 람직하게, 상  함량  20 몰% 

하 다. 합한 합 에 해  들  본 원   WO 2007/116033에 개시 어 , 그 체 내

본 특허 원에 참  통합한다. 특  합  경우, 약 10 몰%  아 곤과, 70 몰%  질 , 20 몰%  F2

 필수  다.

러한 양상  특  에 하 , 술   같  비  가스  포함하는 상  합  내  [0024]

함량  50 몰%  과한다. 람직하게는,   함량  80 몰% 상 ,  들  약 90 몰% 다.

본 특  에 , 람직한 비  가스는 아 곤 다. 약 90 몰%    약 10 몰%  아 곤

 합  욱 특  람직하다. 러한 양상  본 특  에 , 술   같  비  가스

포함하는 상  합  내   함량  95 몰% 하 다. 람직하게, 가스    함량

50 과 내지 95 몰%, 람직하게는 80 내지 90 몰% 고; 비  가스  함량  5 내지 50 몰%, 람직하게는

10 내지 20 몰% 다.

본 에 사 는  는  들어 플루 니 트(fluoronickelate) 는 사 망간과 같  [0025]

합한 플루 탈 트(fluorometallate)  가열함  생  수 다. 람직하게,  는 염

해질 , 특 는 칼 / 수  해질 , 가  람직하게는 KF?2HF  해  통해 생 다. 

람직하게, 본 에 는    사 한다. 본 에 사 는    수득하[0026]

는  합한  에는, 컨  여과 는 수  통한  거 ,  컨  수  통한 질

(특 는 HF)과 특  CF4  O2  같  순  거  포함 다. 보통, 본 에 사 는  

내 HF  함량  10 몰ppm 미만 다. 보통, 본 에 사 는 는 HF  0.1 몰ppm 상 함 한다.

람직한  에 , 본 에 사 는   는[0027]

(a) HF-함  미 (crude)  ,   택  순  공하  해 특  술   같  [0028]

염  해시키는 ;

(b)  들어 나트  상에  착과, 람직하게는   내 HF  함량  앞  언 한 수치 지[0029]

감 시키는 것  포함하여, HF 함량  미    내  HF 함량에 비해 감 시키는 ;

(c)  들어 -함   스트림  나트 과 같  고체 수 에 통과시키는 것  포함하여,  함[0030]

량  미    내   함량에 비해 감 시키는  포함하는  수득 다.

특 는 앞  언 한  같  생 어    본 에  에,  들 , 동  [0031]

에 공할 수 다. 러한 공 , 특  술   같   가스  비  가스  합  본 

에  에  사 할  람직하다.

안 ,  는 그   택   과 ,  들  실리  수  거 단계   [0032]

 / 는  단계 에 연결  가스 달 시스  통해, 본 에  에 직  공  수 다.

본 는 본 에  에  사 는 가스가   거나   필수  

경우에 특  리하다.
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들 합 에 , F2  함량  컨  1 피% 내지 99 피%  폭 게 변할 수 다. , F2  함량  10 [0033]

피% 상 다. , F2  함량  80 피% 하 다. F2  도가 수  식각 도나 챔   도가 빨

라지지만, 택도는 측건  하 다.

들 특  건  한 본 에  플라 마 , 하 에 술 는  같  본 에  도에도 [0034]

다는  해해야 한다.

1 특    양상에 하 , COF2에 해 도결합  플라 마  수행  수 는 원격 플라 마 에[0035]

해 처리  수행한다. 본  다  양상에 하 , in-situ ( ) 플라 마  생 한다.  들어, 

러한 in-situ 플라 마는 술   같  가스 , 체 는 특  량결합    

 플라 마  생 하는  합한 치  포함하는 처리  챔  내에  생 다. 합한 치 는,  들

어, 고주   생 할 수 는 극 한  포함 다.

원한다 , 특  식각  해 는 고주 ( 람직하게는 주 수가 40 MHz 내지 100 MHz 에 하고, [0036]

람직하게는 40 MHz 내지 80 MHz 에 함)  마그 트 과 같  극 단  에미  합할 수 다. 

원칙 , 300 MHz 내지 300 GHz    가진 극 단  사하는 마그 트  본 에 [0037]

시킬 수 다. 주 수가 2.45 GHz   사하는 마그 트  람직한 , 그 는 들 마그 트

통상 사  다.  사 는 타 다  극 단 는 915 MHz, 5.8 MHz  24.125 GHz에 집 어 

다. 

본  에  수 는 치들  상업  수가능하다.[0038]

람직한   에 ,  본   고 체   비 질  실리  는  실리  수  거하는[0039]

, 특 는 α- 실리 , 미 결  실리   결  실리  거하는 에 한 것 , 상   고주

 플라 마에 해 수행    생   실리  수  처리하는 단계  포함하 ,

 생   주 수는 람직하게 40 내지 80 MHz 에 한다. 

랍게도,  는 비 질 실리 과 실리  수  거하는  특  므 ,   아[0040]

지고,  시간  단 다.  가스에는 지  난  지수가 없 ,  들어 통상 사 는 NF3  가

스에 비해 상   에 지  비하여 사  수 ,  실리  수  착 과 비 질

실리  착  거한다.

"실리  수 "  체  실리 과 수  함 한 고  가리키는 것  해하  다. [0041]

상  고상 내 수  원  함량  실리  1 몰당 1 몰 미만 다.  수  원  함량  실리  1 몰당

0.01 몰 상 다.  수  원  함량  실리  1 몰당 0.1 몰 상 다.

, 실리  수  내 H  도는 비 질상 실리  1 몰당 0.1 내지 0.35 몰 다. 실리  수  내 H  도[0042]

는 미 결 상 실리  1 몰당 0.03 내지 0.1 몰 다.

" " 란 어는 체  -함  플라 마 는 원   가리키는 것  해하  다.[0043]

"   생 ( )" 란 어는, 체 , 고주  플라 마  통해,  생 하는  사[0044]

는 가스에  (F2)가 처  재한다는  가리키는 것  해하  다.

, 비 질 실리  는 실리  수  실란-함  착 가스  사 하는 학 상 착  해 고[0045]

체  에 착 다.  착 가스는 실란과 수  포함한다. 합한 실란  는 SiH4  Si2H6

가 포함 다. 실란과 수  함 한 착 가스  사 하는 경우, 착 가스 내 실란  함량   50%

상 고,  60% 상 다. 실란과 수  함 한 착 가스  사 하는 경우, 착 가스 내 실란  함량

 90% 하 고,  80% 하 다. 

EP-A-1138802는 실란과 수  한 플라 마 CVD 공  수행하여 비 질 실리 층  하는 것에 해 [0046]

시하고 다. 본 에  거 상  는 질  체  에   같  비 질 실리 과 실리

수 다. 실리  수  수  함량과 그  결  하  해 착 공  수행  수 다. 

본   거  수 는 실리  수   비 질 실리  수   미 결  실리  수[0047]

 에  택 다.  양상에 , 실리  수  비 질 실리  수  필수  다. 다  양상
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에 , 실리  수  미 결  실리  수  필수  다.  다  양상에 , 실리  수  비

질 실리  수   미 결  실리  수  포함한다.

본 에 ,  (F2)는 본 에  가스  필수  사 다.[0048]

생   주 수는 람직하게 40 내지 80 MHz 다.  주 수는 람직하게 40 MHz내지 60 MHz[0049]

다. 

본  한 상 에 재   같    는 COF2  포함하는 가스, 체 ,  [0050]

거나   필수   가스  40 내지 80 MHz  주 수  갖는 고주  에 시

킴  얻어지는 플라 마에 한 것 다. 본  한 도체, 평  스플  는 태양 지  

 공 과 하여  식각하거나; 도체, 평  스플  는 태양 지   공 에 사 는

처리  챔  하는  어  러한 플라 마  도에 한 것 다.

특  람직한 압 , , 특  가스 는 가스 합 과 어 본 플라 마  람직한 는 에 [0051]

람직한  언  것들 다.

람직하게,  -함  가스  0.5 내지 50 Torr  가스 압 에  고주  에 시킨다.[0052]

람직하게, 플라 마  생 하도  가 는  5000 내지 60000W, 람직하게는 10000 내지 40000W 다.[0053]

본   다  양상  도체, MEMS, 평  스플  는 태양 지   공 에 사 는 처리[0054]

챔  하는  어 , 술   같  플라 마  도에 한 것 다. 

본 에  과 상   특  들에 하 ,  상  처리는 상에 는 착 ,[0055]

컨 , 비 질 실리 , α-실리 , 미 결  실리 , 폴리실리   실리  수  양  그   함량에

비해 1%  게, 람직하게는 0.1%  게 감 시키 에 한 시간 동안 수행 다. 

한 본 ,   해 하나 상  처리 단계가 처리  챔  내에  수행 에 라 상  처리  챔[0056]

 내  (  들어, 극) 상에 실리  수  착 는   공 에 한 것 , 러한 공

 본 에  에 해 상  내   하는 단계  포함한다. 보통, 상    공  비

질, 다결  / 는 미 결  실리  는 실리  수  술한  같   상  학 상 착시키

는 단계  하나 상 포함한다.   도체, MEMS, 평  스플 ,  태양  과 같  태양

지  에  택 다. 

 실시하  한 체  내

하 실시 들  본  한하는  아닌, 본  하고  공 다.[0057]

실시 들[0058]

 사항: 하  실시 들에  H 도는 몰 트  시하 다. F2, Ar  N2  트 역시 몰 트  공하[0059]

다.

실시  1:   사 한 원격 플라 마 [0060]

태양   에  어 ,  실란  가스,  H2,   PH3-함  도핑  가스  사 하는  학 상 착  단계[0061]

수행하여, 내벽  알루미늄합  재질  만들어진 처리  챔  내  지지체에 착 어 는  에 실리

(silicon)-함 층  착시 다. 플라 마 건과 질  도에 라, PECVD 단계 후에, 미 결  /

는 비 질 Si:H 착  상  챔  내  벽들과 상  극 상에 재함  찰하 다. 실리  수  내 H

 도는 비 질상에 는 10% 내지 25% 지만, 미 결 상에 는 3% 내지 10% 다. 상    챔

 리하고 나 ,   필수   가스  100 mb  압 에  원격 플라 마(RPS) 시스

(10kW)  통해 상  챔  내 에 35 slm  량  하 다. 3 간  처리가 끝났  , 미 결 -  비

질- Si:H층  상  챔  벽들과 상  극  실질  거 었다.

실시  2: 비  가스가 포함    합  사 한 원격 플라 마 [0062]

태양   에  어 ,  실란  가스,  H2,   PH3-함  도핑  가스  사 하는  학 상 착  단계[0063]

수행하여, 내벽  알루미늄합  재질  만들어진 처리  챔  내  지지체에 착 어 는  에 실리
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-함 층  착시 다. 착 건과 질  도에 라, PECVD 단계 후에, 미 결  / 는 비 질

Si:H 착  상  챔  내  벽들과 상  극 상에 재함  찰하 다. 실리  수  내 H  도는 비

질상에 는 10% 내지 25% 지만, 미 결 상에 는 3% 내지 10% 다. 상    챔  리하고

나 ,   (20%)  질 (70%)  Ar(10%)   합 가스  200  mb  압 에  RPS  시스

(40kW)  통해 상  챔  내 에 35 slm  량  하 다. 10 간  처리가 끝났  , 미 결 -  비

질- Si:H층  상  챔  벽들과 상  극  실질  거 었다.

실시  3:   사 한 열 (thermal cleaning)(비 )[0064]

태양   에  어 ,  실란  가스,  H2,   PH3-함  도핑  가스  사 하는  학 상 착  단계[0065]

수행하여, 내벽  알루미늄합  재질  만들어진 처리  챔  내  지지체에 착 어 는  에 실리

-함 층  착시 다. 착 건과 질  도에 라, PECVD 단계 후에, 미 결  / 는 비 질

Si:H 착  상  챔  내  벽들과 상  극 상에 재함  찰하 다. 실리  수  내 H  도는 비

질상에 는 10% 내지 25% 지만, 미 결 상에 는 3% 내지 10% 다. 상    챔  리하고

나 ,   필수  었고, 미리 200℃  가열  가스  220 mbar  압 에  상  챔

내 에 35 slm  량  하 다. 2 간  처리가 끝났  , 미 결 -  비 질- Si:H층  상  챔

벽들과 상  극  실질  거 었다.

실시  4:   사 한 in-situ 플라 마 (비 )[0066]

태양   에  어 ,  실란  가스,  H2,   PH3-함  도핑  가스  사 하는  학 상 착  단계[0067]

수행하여, 내벽  알루미늄합  재질  만들어진 처리  챔  내  지지체에 착 어 는  에 실리

-함 층  착시 다. 착 건과 질  도에 라, PECVD 단계 후에, 미 결  / 는 비 질

Si:H 착  상  챔  내  벽들과 상  극 상에 재함  찰하 다. 실리  수  내 H  도는 비

질상에 는 10% 내지 25% 지만, 미 결 상에 는 3% 내지 10% 다. 상    챔  리하고

나 ,   필수   가스  5 mb  압 에  상  챔  내 에 10 slm  량  

하 다. 13.56 MHz  동 는 In-situ 플라 마 공 원  가동시 , 안  플라 마  하 다. 5 간

처리가  끝났  ,  미 결 -   비 질-  Si:H층  상  챔  벽들과  상  극  실질

거 었다.

실시  5: 비  가스가 포함    합  사 한 In-situ 플라 마 [0068]

태양   에  어 ,  실란  가스,  H2,   PH3-함  도핑  가스  사 하는  학 상 착  단계[0069]

수행하여, 내벽  알루미늄합  재질  만들어진 처리  챔  내  지지체에 착 어 는  에 실리

-함 층  착시 다. 착 건과 질  도에 라, PECVD 단계 후에, 미 결  / 는 비 질

Si:H 착  상  챔  내  벽들과 상  극 상에 재함  찰하 다. 실리  수  내 H  도는 비

질상에 는 10% 내지 25% 지만, 미 결 상에 는 3% 내지 10% 다. 상    챔  리하고

나 ,  (20%)  질 (70%)  Ar(10%)   합 가스  5 mb  압 에  상  챔  내 에

10 slm  량  하 다. In-situ 플라 마 공 원  가동시 , 안  플라 마  하 다. 20 간

처리가  끝났  ,  미 결 -   비 질-  Si:H층  상  챔  벽들과  상  극  실질

거 었다.

실시  6:   사 한 in-situ 플라 마 [0070]

태양   에  어 ,  실란  가스,  H2,   PH3-함  도핑  가스  사 하는  학 상 착  단계[0071]

수행하여, 내벽  알루미늄합  재질  만들어진 처리  챔  내  지지체에 착 어 는  에 실리

-함 층  착시 다. 착 건과 질  도에 라, PECVD 단계 후에, 미 결  / 는 비 질

Si:H 착  상  챔  내  벽들과 상  극 상에 재함  찰하 다. 실리  수  내 H  도는 비

질상에 는 10% 내지 25% 지만, 미 결 상에 는 3% 내지 10% 다. 고주 (40 MHz)  동 는 플라 마 공

원 에  aSi:H  μmSi:H  향상  도  양 한 균  착할 수 었다. 상   

챔  리하고 나 ,   필수   가스  5 mb  압 에  상  챔  내 에 10

slm  량  하 다. In-situ 플라 마 공 원  가동시 , 안  플라 마  하 다. 3 간  처

리가 끝났  , 미 결 -  비 질- Si:H층  상  챔  벽들과 상  극  실질  거 었다.

실시  7: 비  가스가 포함    합  사 한 In-situ 플라 마 [0072]
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태양   에  어 ,  실란  가스,  H2,   PH3-함  도핑  가스  사 하는  학 상 착  단계[0073]

수행하여, 내벽  알루미늄합  재질  만들어진 처리  챔  내  지지체에 착 어 는  에 실리

-함 층  착시 다. 착 건과 질  도에 라, PECVD 단계 후에, 미 결  / 는 비 질

Si:H 착  상  챔  내  벽들과 상  극 상에 재함  찰하 다. 실리  수  내 H  도는 비

질상에 는 10% 내지 25% 지만, 미 결 상에 는 3% 내지 10% 다. 고주 (40 MHz)  동 는 플라 마 공

원 에  aSi:H  μmSi:H  향상  도  양 한 균  착할 수 었다. 상   

챔  리하고 나 ,  (20%)  질 (70%)  Ar(10%)   합 가스  5 mb  압

에  상  챔  내 에 10 slm  량  하 다. In-situ 플라 마 공 원  가동시 , 안  플라 마

 하 다. 15 간  처리가 끝났  , 미 결 -  비 질- Si:H층  상  챔  벽들과 상  극

 실질  거 었다.

실시  8: 비  가스가 포함    합  사 한 In-situ 플라 마 [0074]

태양   에  어 ,  실란  가스,  H2,   PH3-함  도핑  가스  사 하는  학 상 착  단계[0075]

수행하여, 내벽  알루미늄합  재질  만들어진 처리  챔  내  지지체에 착 어 는  에 실리

-함 층  착시 다. 착 건과 질  도에 라, PECVD 단계 후에, 미 결  / 는 비 질

Si:H 착  상  챔  내  벽들과 상  극 상에 재함  찰하 다. 실리  수  내 H  도는 비

질상에 는 10% 내지 25% 지만, 미 결 상에 는 3% 내지 10% 다. 고주 (60 MHz)  동 는 플라 마 공

원 에  aSi:H  μmSi:H  향상  도  양 한 균  착할 수 었다. 상   

챔  리하고 나 ,   필수   가스  5 mb  압 에  상  챔  내 에 10

slm  량  하 다. In-situ 플라 마 공 원  가동시 , 안  플라 마  하 다. 2.5 간

처리가  끝났  ,  미 결 -   비 질-  Si:H층  상  챔  벽들과  상  극  실질

거 었다.

실시  9: 비  가스가 포함    합  사 한 In-situ 플라 마 [0076]

태양   에  어 ,  실란  가스,  H2,   PH3-함  도핑  가스  사 하는  학 상 착  단계[0077]

수행하여, 내벽  알루미늄합  재질  만들어진 처리  챔  내  지지체에 착 어 는  에 실리

-함 층  착시 다. 착 건과 질  도에 라, PECVD 단계 후에, 미 결  / 는 비 질

Si:H 착  상  챔  내  벽들과 상  극 상에 재함  찰하 다. 실리  수  내 H  도는 비

질상에 는 10% 내지 25% 지만, 미 결 상에 는 3% 내지 10% 다. 고주 (60 MHz)  동 는 플라 마 공

원 에  a-Si:H  μm Si:H  향상  도  양 한 균  착할 수 었다. 상   

챔  리하고 나 ,  (20%)  질 (70%)  Ar(10%)   합 가스  5 mb  압

에  상  챔  내 에 10 slm  량  하 다. In-situ 플라 마 공 원  가동시 , 안  플라 마

 하 다. 13 간  처리가 끝났  , 미 결 -  비 질- Si:H층  상  챔  벽들과 상  극

 실질  거 었다.

실시  10: 비  가스가 포함    합  사 하여 실리  질  거  한 In-situ 플라 마[0078]

실시  10: 함량  비  가스(10% Ar)가 포함    합  사 한 In-situ 플라 마 [0079]

함량  비  가스  포함한  합  심  는 는 순수    거  보 하[0080]

( 브 트 러에 어) 크 태   수  다.

태양   에  어 ,  실란  가스,  H2,   PH3-함  도핑  가스  사 하는  학 상 착  단계[0081]

수행하여, 내벽  알루미늄합  재질  만들어진 처리  챔  내  지지체에 착 어 는  에 실리

-함 층  착시 다. 착 건과 질  도에 라, PECVD 단계 후에, 미 결  / 는 비 질

Si:H 착  상  챔  내  벽들과 상  극 상에 재함  찰하 다. 실리  수  내 H  도는 비

질상에 는 10% 내지 25% 지만, 미 결 상에 는 3% 내지 10% 다. 고주 (60 MHz)  동 는 플라 마 공

원 에  a-Si:H  μcSi:H  향상  도  양 한 균  착할 수 었다. 상   

챔  리하고 나 ,  (90%)  Ar(10%)   합 가스  5 mb  압 에  상  챔

 내 에  10  slm  량  하 다.  In-situ  플라 마  공 원  가동시 ,  안  플라 마

하 다. 2.5 간  처리가 끝났  , 미 결 -  비 질- Si:H층  상  챔  벽들과 상  극
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실질  거 었다. 순수  상  언  합  간  식각 에  어 한 편차도 측 할 수 없었다.

본원에 참  통합  든 특허, 특허 원  공개 헌  개시  어  하게 만들 수 는 지[0082]

본 원   립  본 가 우 한다.
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